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Impurezas Doadoras

Materiais do tipo n
Exemplo: As > Si
Si > 4e (valéncia)

As > 5e (valéncia)
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Impurezas Aceitadoras

®  Materiais do tipo p
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= Exemplo: Ga = Si
®  Sj > 4e (valéncia)

® Ga = 3e (valéncia)
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Geralmente utilizados como
elemento de protecdo contra
transientes de tensdo em
circuitos.
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Holes

Depletion Zone Electrons

Mo current flows

across this junction

26/4/2010

13



Holes Electrons

% 9 a&-
+» -
% P-Type
3
+» ~

Current flows
across this junction

Battery

26/4/2010

14



% i/

‘h; f.l+’r
ZS|'EJ":| a I|"’ﬂl
% 1 /% &
+10%W 9+ 10V
1k TKD
Ip j N - *'Dl N
SZ I|E’D 1%
- - _+1ov
1 | PkO

26/4/2010

15



%

Up

%

& 2004 HowStufflarks

Zona de trabalho _|_,

Polarizacéo Direta

Voltage

Polarizacdo Reversa

Current

0.7v
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Onda Completa
Parimetro Meia Onda Tape-Central=Duplo Ponte
Meia Onda
Numero de diodos 1 2 4
Freqiiéncia de saida Fre 2.Fre 2.Fre
Qentrada * Dentrada 3 Qentrada
Tensio Média na Carga - Vp .= Ve (V) V. /T 2.V . /T 2.V . /T
max max max
Tensdo Eficaz na Carga - Vef (V s 7 7
ga - Vef (V) V. /2 Vo /Y2 Ve /N2
Maixima tensio reversa-PIV = TPI (V) >V, >2,V ., >V,
max max max
Ripple -Fator de ondulacio (%) =120 =48 =48
amac cncia (V - - o N
Capacidade de poténcia (VA) do 3,49 P .- 1,75 P, (secundario) 1,23 P, .-
transformador em relacio a poténcia e 123 P .. .
continua na carga. (VA) (primario e »23_Pp . (primario) (primario e
secundario) secundario)
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Tens&o de zener (U= 27 V)
K K

Tenséo de zener (U,= 8,2 V)
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; Voltage
0.7v

O Zenner funciona polarizado
inversamente!

Current
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